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Радиочастотные микросхемы

 

Микросхема приемопередатчика 5412ТК015

Микросхема интегральная 5412ТК015 предназначена для применения в качестве 

приемопередатчика в аппаратуре обмена данными по радиоканалу с использованием 

частотной модуляции

 

 

АЦПАРУМШУ Демодулятор

SPI 

интерфейс 
управления

УМ
Дробный 

синтезатор 
частоты с ГУН

Формирователь 
сигнала 

передатчика

Отладочный модуль для исследования 

микросхемы 5412ТК015  

Внешний вид интерфейса пользователя  

Основные характеристики:

� технология изготовления: SGB25V 

фабрики IHP;

� кристалл: 4,2×3,5 мм;

� корпус: МК5157.64-1 9,00×9,00×1,75 мм;

� шаг выводов: 0,5 мм;

� напряжение питания: от 2,25 до 2,75 В;

� приемник прямого преобразования;

� тип модуляции: FSK и GFSK;

� 126 регистров управления, 

конфигурируемых по интерфейсу SPI;

� диапазоны рабочих частот:
   - Д1 от 500 до 750 МГц;

   - Д2 от 750 до 1100 МГц;

   - Д3 от 1100 до 1500 МГц;

� скорость информации:

   - 2,4 кбит/с;

   - 64 кбит/с;

   - 128 кбит/с;

   - 256 кбит/с;

   - 512 кбит/с; 

� частота опорного генератора:

от 16 до 25 МГц;

� электрические параметры микросхемы:

   - ток потребления в режиме приема данных 

512 кбит/с в диапазоне рабочих частот Д1: 

не более 30 мА,

   - ток потребления в режиме передачи при 

скорости 512  кбит/с: не более 37 мА,

   - граничные значения установки мощности 

выходного сигнала передатчика в 

диапазоне рабочих частот: 
- Д1 от -20 до 8 дБмВт,
- Д2 от -20 до 5 дБмВт,
- Д3 от -20 до 3 дБмВт;
   - чувствительность при скорости  

передачи данных 512 кбит/с: -90 дБмВт
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Радиочастотные микросхемы

 

Микросхема линейного тракта 5412ТК025

Микросхема интегральная 5412ТК025 предназначена для применения в качестве 

линейного тракта в аппаратуре обмена данными по радиоканалу с полосой 

пропускания до 5 МГц

 

Отладочный модуль для исследования 

микросхемы 5412ТК025  

Внешний вид интерфейса пользователя  

Основные характеристики:

� технология изготовления: CMOS logic MS RF 0,18 SiGe фабрики TSMC;

� кристалл: 4,9×4,9 мм;

� корпус: МК5157.64-1 9,00×9,00×1,75 мм;

� шаг выводов: 0,5 мм;

� напряжение питания: от 2,7 до 3,6 В;

� 122 регистра управления, конфигурируемых по интерфейсу SPI;

� автоматический загрузчик конфигурации с внешней flash памяти по интерфейсу I2C по 

включению питания;

� диапазон рабочих частот: от 0,5 до 1,5 ГГц
� полоса пропускания: 5 Гц.

� электрические параметры микросхемы:

  - граничные значения установки мощности выходного сигнала передатчика: 

от -10 до 3 дБмВт;
  - коэффициент шума приемного тракта: не более 10 дБ.

 

АРУМШУ

SPI 

интерфейс 
управления

Дробный 

синтезатор 
частоты с ГУН

Автоматический 

загрузчик 
конфигурации I

2
C

УМ



www.tcen.ru
124498, Россия, г. Москва, г.  Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, стр.7 

Тел.: +7 (499) 734-45-21 e-mail: tc@tcen.ru   

Радиочастотные микросхемы

 

Микросхема линейного тракта 5412ТК035

Микросхема интегральная 5412ТК035 предназначена для применения в качестве 

линейного тракта в аппаратуре обмена данными по радиоканалу с полосой 

пропускания до 50 МГц

 

Отладочный модуль для исследования 

микросхемы 5412ТК035  

Внешний вид интерфейса пользователя  

Основные характеристики:

� технология изготовления: CMOS logic MS RF 0,18 SiGe фабрики TSMC;

� кристалл: 4,9×4,9 мм;

� корпус: МК5157.64-1 9,00×9,00×1,75 мм;

� шаг выводов: 0,5 мм;

� напряжение питания: от 2,7 до 3,6 В;

� 121 регистр управления, конфигурируемых по интерфейсу SPI;

� автоматический загрузчик конфигурации с внешней flash памяти по интерфейсу I2C 

по включению питания;

� диапазон рабочих частот: от 4 до 5 ГГц
� полоса пропускания: 50 МГц;

� электрические параметры микросхемы:

  - граничные значения установки мощности выходного сигнала передатчика: 

от -10 до 0 дБмВт;
  - коэффициент шума приемного тракта: не более 11 дБ.

 

АРУМШУ

SPI 

интерфейс 
управления

Дробный 
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частоты с ГУН

Автоматический 

загрузчик 
конфигурации I

2
C
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Серии БМК 5503 и 5507

Серии БМК 5503 и 5507 являются полными функциональными аналогами, 

состоят из 4 типов БМК каждая. 

Серия БМК 5503 имеет напряжение питания 5В, среднее время задержки на 

вентиль не более 2,2 нс.

Напряжение питания микросхем серии 5507 составляет 3В, среднее время 

задержки на вентиль не более 3,5 нс. 

Обе серии включены в  Перечень ЭКБ, разрешенной для применения в ВВ и СТ.

 Серии БМК 5503 и 5507

Состав серий БМК 5503 и 5507

 

 

Разработка: НПК "Технологический центр".

Технология: КМОП с поликремниевыми затворами, одним слоем металлизации, 

с повышенной устойчивостью к внешним воздействующим факторам (ВВФ). 

Уровень технологии 1,5 мкм.

Конструкция: На матричном поле расположены ячейки, содержащие по 4 

нескоммутированных транзистора, которые образуют один условный вентиль, 

и каналы трассировки: вертикальные каналы (10 трасс) внутри матрицы вдоль 

рядов базовых ячеек и 4 периферийных канала (8-16 трасс).

Состояние: Освоены в производстве.

Тип БМК 

Размер  
поля БМК,  

эквивалентных  
вентилей  

Количество  
информационных  

контактов 

Рабочая  
частота, не 
более, МГц 

Тип  
корпуса 

Обозначение  
технических  
условий 

Н5503ХМ1 
576 26 30 

Н09.28-1В 
АЕЯР.431260.159 ТУ  

5503ХМ1У МК 5123.28-1.01 

Н5503ХМ2 1296 40 30 Н14.42-1В АЕЯР.431260.165 ТУ  

Н5503ХМ5 
3072 62 30 

Н18.64-1В 
АЕЯР.431260.146 ТУ  

5503ХМ5Т МК 4239.68-2 

5503БЦ7У 
5478 

60 
25 

Н18.64-1В 
АЕЯР.431260.272 ТУ  

5503БЦ7Т 64 МК 4239.68-2 

5507БЦ1У 
576 26 25 

Н09.28-1В 
АЕЯР.431260.227 ТУ  

5507БЦ1Т МК 5123.28-1.01 

5507БЦ2У 1296 40 25 Н14.42-1В АЕЯР.431260.228 ТУ  

5507БЦ5У 3072 62 25 Н18.64-1В АЕЯР.431260.230 ТУ  

5507БЦ7У 5478 60 25 Н18.64-1В АЕЯР.431260.231 ТУ  
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АМР преобразователи магнитного поля 

Микросистема анализа слабых магнитных полей 

ПМП-АМР-НХ В2.1, ПМП-АМР-НХ В2.2

Микросистема анализа слабых магнитных полей (ПМП-АМР-НХ В2.1, 

ПМП-АМР-НХ В2.2) ГАВЛ.411511.015ТУ изготавливается в герметичном 

немагнитном металлокерамическом корпусе МК 2103.8-А

Наименование параметра, 
единица измерения 
(режим измерения) 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма параметра 

не менее норма не более 

1 Чувствительность к магнитному 
полю, мВ/(В·Э) 
(при Ucc = 5 В) 

S 2,51) 

–       – 

3,22) 

2 Нелинейность, % 
(при Ucc = 5 В) 

NL – – 5 

3 Рабочий диапазон по магнитному 
полю, мТл 
(при Ucc = 5 В) 

∆B минус 
0,1 

– 0,1 

4 Сопротивление мостовой схемы, 
кОм  

RM 1,51) 2,01) 2,51) 

0,62) 1,02) 1,52) 

5 Сопротивление катушки 
подмагничивания первого типа, Ом   

RK1 

3,0 9,0 12,0 

6 Сопротивление катушки 
подмагничивания второго типа, Ом   

RK2 
30,0 40,0 50,0 

7 Ток потребления, мА  
(при В = -0,1÷0,1 мТл,  Ucc = 5 В) 

IСС – – 10 

1) Для ПМП-АМР-НХ В2.1. 
2) Для ПМП-АМР-НХ В2.2. 
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АМР преобразователи электрического тока 

 

Микросистемы преобразования электрического тока
(2001МСУ1ЭААР, 2001МСУ1ЭАБР, 2001МСУ1ЭАВР, 

2001МСУ1ЭАГР)  

Микросистемы преобразования электрического тока (2001МСУ1ЭААР, 

2001МСУ1ЭАБР, 2001МСУ1ЭАВР, 2001МСУ1ЭАГР)  ГАВЛ.411171.102ТУ 

изготавливаются в герметичном металлокерамическом корпусе 

МК 2119.42-А 

Наименование параметра, единица 
измерения (режим измерения) 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма 
параметра Номер пункта 

примечания не 
менее 

не 
более 

1 Чувствительность, мВ/А S 250 – 1 

2 Разрешение, %, от предела 
измерения номинального 
контролируемого тока Ip – 5 1 
3 Номинальный контрольный ток 
изделий типа 2001МСУ1ЭААР, А  Iк1 0,015 0,3 1 
4 Номинальный контролируемый ток
изделий типа 2001МСУ1ЭАБР, А  Iк2 0,3 1,0 1 

5 Номинальный контролируемый ток 
изделий типа 2001МСУ1ЭАВР, А  Iк3 1,0 3,0 1 

6 Номинальный контролируемый ток 
изделий типа 2001МСУ1ЭАГР, А  Iк4 3,0 10,0 1 

7 Частотный диапазон, кГц F 0 50 1 

8 Ток потребления, мА  Iп – 80,0 1 
9 Погрешность преобразования, % от 
предела измерения номинального 
контролируемого тока P – ± 5,0 1 
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АМР преобразователи электрического тока 

 

 

Преобразователь электрического тока 1001МСУ1ЭАУ 

(работа на стадии приемки ОКР) 

Преобразователь электрического тока 1001МСУ1ЭАУ  

ГАВЛ.411511.022ТУ изготавливается в специализированном 

разъемном металлокерамическом корпусе МК 1111.8 -А 

Наименование 
параметра, единица 

измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма 
параметра 

Температу-
ра среды1), 

°С не 
менее 

не 
более 

1 Чувствительность к 
току, мВ/А  

S 100 – 
минус 60 
плюс 85 

2 Частотный диапазон 
работы, Гц 

F 0,1 75000 25 ± 10 

3 Рабочий диапазон по 
току, мА  

I -100 100 25 ± 10 

4 Порог 
чувствительности по 
току, мА  

P 
3 – 25 ± 10 

– 102) 
минус 60 
плюс 125 

5 Ток потребления2), мА 
Iп – 153) 

минус 60 
плюс 85 

1) Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С. 
2) Норма на параметр в процессе воздействия специальных 

факторов. 
3) Параметр при напряжении питания 5 В. 
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АМР преобразователи электрического тока 

 

 

Преобразователь электрического тока 1001МСУ1ЭАУ 

(работа на стадии приемки ОКР) 

Преобразователь электрического тока 1001МСУ1ЭАУ  

ГАВЛ.411511.022ТУ изготавливается в специализированном 

разъемном металлокерамическом корпусе МК 1111.8 -А 

Наименование 
параметра, единица 

измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма 
параметра 

Температу-
ра среды1), 

°С не 
менее 

не 
более 

1 Чувствительность к 
току, мВ/А  

S 100 – 
минус 60 
плюс 85 

2 Частотный диапазон 
работы, Гц 

F 0,1 75000 25 ± 10 

3 Рабочий диапазон по 
току, мА  

I -100 100 25 ± 10 

4 Порог 
чувствительности по 
току, мА  

P 
3 – 25 ± 10 

– 102) 
минус 60 
плюс 125 

5 Ток потребления2), мА 
Iп – 153) 

минус 60 
плюс 85 

1) Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С. 
2) Норма на параметр в процессе воздействия специальных 

факторов. 
3) Параметр при напряжении питания 5 В. 



www.tcen.ru
124498, Россия, г. Москва, г.  Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, стр.7 

Тел.: +7 (499) 734-45-21 e-mail: tc@tcen.ru   

 Лаборатория испытаний (ЛИ) НПК «Технологический центр» аккредитована в системе 

добровольной cертификации «Электронсерт» на право проведения сертификационных испытаний 

электронной компонентной базы отечественного и импортного производства в соответствии с 

заявленной областью аккредитации.

ЛИ проводит полный цикл отбраковочных, периодических и квалификационных испытаний 

(сертификат соответствия от 06.03.2019 г. № ЭС 02.093.0172-2019, выдан ФГБНУ 

«Научно-производственный комплекс «Технологический центр» органом по сертификации систем 

менеджмента качества АНО «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт», 

удостоверяющий, что СМК распространяется на разработку и производство в соответствии с 

кодами ЕК 001-2014: 5962, 5963, 668, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014):

- интегральных микросхем (код ЕК 001-2014: 5962) в соответствии с ОСТ В 11 0998, ОСТ В 11 0398 

«Микросхемы интегральные ОТУ», -электронных модулей (код ЕК 001-2014: 5963),

-приборов для измерения и контроля давления, температуры и влажности (код ЕК 001-2014: 6685).

Виды испытаний, проводимые лабораторией 

 

№ 
п.п. 

Наименование видов испытаний 
изделий 

Обозначение нормативного документа на методы 
испытаний 

 1 2 

1 Испытание на виброустойчивость  ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 102 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.1-2012,ТУ на изделие  

2 Испытание на вибропрочность  
ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 методы 103 -1.1, 103-
1.3, 103-1.6, 
ГОСТ РВ 5962-004.1-2012, ТУ на изделие  

3 
Испытание на воздействие одиночного 
удара 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод  106-1, ГОСТ 
РВ 5962-004.1-2012, ТУ на изделие  

4 
Испытания на воздействие линейного 
ускорения 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ В 11 073.013 метод 107 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.1-2012, ТУ на изделие  

5 Испытание сварных соединений на 
прочность 

ОСТ В 11 073.013 метод 109-4, ГОСТ РВ 5962-004.1-
2012, ТУ на изделие  

6 
Испытание прочности крепления 
кристалла на сдвиг 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ В 11 073.013 метод 115  -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.1-2012, ТУ на изделие  

7 Испытание на воздействие повышенной 
рабочей температуры среды  

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 201 -1.1, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

8 Испытание на хранение при повышенной 
температуре. 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 201 -1.1, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

9 Испытание на воздействие пониженной 
рабочей температуры среды  

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 203 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

10 
Испытание на воздействие изменений 
температуры среды  

ГОСТ 20.57.406 метод 205 -2, 
ОСТ 11 073.013 метод 205 -1, 
ГОСТ РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

11 Испытание на воздействие инея и росы  ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 206 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

12 
Испытание на воздействие повышенной 
влажности воздуха (длительное и 
ускоренное) 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 207 -2, 207- 
2.1, ГОСТ РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

13 
Испытание на воздействие повышенной 
влажности воздуха (при циклическом 
режиме) 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 207 -4, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

14 
Испытание на воздействие повышенной 
влажности воздуха (кратковременное)  

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 208 -2, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

15 
Испы тание на воздействие атмосферного 
повышенного давления  

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 210-1, ГОСТ 
РВ 5962-004.2-2012, ТУ на изделие  

16 Испытание на герметичность  
ГОСТ 20.57.416, ОСТ 11 073.013 методы 401 -2.1, 401-
7, 401-8,401-4.2, 
ГОСТ РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  

17 Испытание на способность к пайке 
ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 402 -1, 402-

2,ГОСТ РВ 5962-004.3-2012,ТУ на изделие  

18 Испытание на теплостойкость при пайке  
ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 403 -1,403-2, 
ГОСТ РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  
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Весь персонал ЛИ имеет высшее образование, компетентен и проходит регулярное обучение и 

аттестацию.

Контакты: 124498, г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.1, стр.7, к.7237

http ://www.tcen. ru

Главный контролер НПК "Технологический центр": Казинский Владимир Александрович
Тел.: +7 (499)720-89-16 E-mail: v.kazinski@tcen.ru

Виды испытаний, проводимые лабораторией 

 

№ 
п.п. 

Наименование видов испытаний 
изделий 

Обозначение нормативного документа на методы 
испытаний 

 1 2 

19 
Испытание на соответствие габаритным, 
установочным и присоединительным 
размерам 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 404 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  

20 Проверка внешнего вида 
ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 405 -1.3, ГОСТ 
РВ 5962-004.4-2012, ТУ на изделие  

21 Внутренний визуальный контроль  
ГОСТ 20.57.416, ОСТ 11 073.013 методы 405 -1.1, 
ГОСТ РВ 5962-004.4-2012, ТУ на изделие  

22 Проверка массы 
ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 406 -1 ГОСТ 
РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  

23 Проверка качества маркировки 
ГОСТ 30668 (ГОСТ 25486),  
ОСТ 11 073.013 метод 407 -1, 
ГОСТ РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  

24 
Испытание упаковки на прочность при 
свободном падении 

ГОСТ 20.57.406, ОСТ 11 073.013 метод 408 -1, ГОСТ 
РВ 5962-004.3-2012, ТУ на изделие  

25 
Проверка соответствия габаритных 
размеров тары (транспортной, 
потребительской)  

ГОСТ Р В 20.57.416 метод 404 -2, ГОСТ 23088 п.2.8. 
,ТУ на изделие  

26 

Испытание по оценке КТЗ. 
Определение повышенной температуры 
среды (без электрической нагрузки) 
Определение (подтверждение)значений 
предельных электрических нагрузок. 
Определение (подтверждение)значений 
предельных режимов при 
комбинированном воздействии 
электрической нагрузки и температуры  

ОСТ 11 073.013 метод 422 -1 
Табл.1 п.5.4, ОСТ 11 073.013 метод 201 -1.1 или 201-
1.2 
Табл.1 п.5.5, ОСТ 11 073.013 метод 700 -1 
Табл.1 п.5.6, ОСТ 11 073.013 метод 700 -1 

ГОСТ РВ 5962-004.6-2012, 
ТУ на изделие  

27 
Испытания на чувствительность к разряду 
статического электричества  ОСТ 11 073.013 методы 502 -1а, 502-16, ГОСТ РВ 

5962-004.7-2012, ТУ на изделие 

28 
Кратковременные испытания на 
безотказность 

ОСТ В 11 073.013 методы 700 -1, 700-2.1,700-2.2, 700-
2.2.1, ГОСТ РВ 5962-004.8-2012, ТУ на изделие  

29 Длительные испытания на безотказность  
ГОСТ РВ 20.57.414,  
ОСТ 11 073.013 метод 700 -2.1, 
ГОСТ РВ 5962-004.8-2012, ТУ на изделие  

30 Электротермотренировка  
ОСТ В 11 073.013 метод 800 -1, ГОСТ РВ 5962-004.9-
2012, ТУ на изделие  

31 

Контроль электрических параметров 
микросхем (статических и динамических) 
Функциональный контроль ( в НУ, при 
повышенной/пониженной температуре)  

ОСТ В 11 073.013 метод 500 -1 ОСТ В 11 073.013 
метод 500-7, ГОСТ РВ 5962-004.7-2012, ТУ на 
изделия 



 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
1002МСУ1ПААР и 1002МСУ1ПАБР 

 

Преобразователи магнитного поля 
1002МСУ1ПААР и 1002МСУ1ПАБР 

предназначены для преобразования 
слабого магнитного поля 
в электрический сигнал. 
Функциональный зарубежный аналог  
HMC1021, HMC1051 (Honeywell, 

США). 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователи реализованы в специализированном немагнитном 
металлокерамическом корпусе МК 2103.8-А (СDIP8).  

Вариант поставки ОТК и ВП. 
 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая чувствительность. 

 Нечётная выходная вольт-эрстедная 
характеристика (ВЭХ). 

 Компенсация паразитных магнитных 
полей при помощи встроенной катушки 
подмагничивания «offset». 

 Стойкость к внешним механическим 
и климатическим факторам. 

 Стойкость к специальным внешним 

воздействующим факторам. 

 Микросистема реализована на основе 
магниторезистивных наноструктур, 
обладающих анизотропным 

магниторезистивным (АМР) эффектом. 
  

124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
1002МСУ1ПААР и 1002МСУ1ПАБР 

 

Основные характеристики изделия 

№ 
п/п 

Наименование параметра, 
единица измерения, 

режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма параметра 

1 Напряжение питания, В Vcc 3 ÷ 7 

2 
Ток потребления, мА 

при Vcc = 5 В  
Iсс не более 10 

3 Количество осей чувствительности – 1 

4 
Чувствительность к магнитному полю, 
мВ/(В×Э) S 

не менее 1,71) 

не менее 1,02)
 

5 
Нелинейность, % 

при Vcc = 5 В 
NL 0,1 ÷ 5 

6 
Гистерезис, % 

при Vcc = 5 В 
G 0,1 ÷ 5 

7 Рабочий диапазон по магнитному полю, Э ∆B 
от минус 1 до 1 

от минус 6 до 6 

8 Сопротивление мостовой схемы, Ом Rm 600 ÷ 1500 

9 Сопротивление катушки «set/reset», Ом Rs/r не более 25 

10 Сопротивление катушки «offset», Ом Roffset не более 200 

11 Начальный разбаланс, мВ U0 
не менее минус 16 

не более 16 

12 Разрешающая способность, мкЭ – 20 (10 Гц)* 

13 Частотный диапазон, МГц f не более 5* 

14 Рабочая температура, °С ∆T от минус 60 до 125 

15 Габариты (Д×Ш×В), мм – 20,32×7,87×8,6 

1)
 1002МСУ1ПААР 

2)
 1002МСУ1ПАБР 

* – Справочная информация 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
1002МСУ2ПААР и 1002МСУ2ПАБР 

 

Преобразователи магнитного поля 
1002МСУ2ПААР и 1002МСУ2ПАБР 

предназначены для преобразования 
слабого магнитного поля 
в электрический сигнал по двум осям 
координат X и Y. 

Функциональный зарубежный аналог  
HMC1022, HMC1052 (Honeywell, 

США). 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователи реализованы в специализированном немагнитном 
металлокерамическом корпусе МК 2134.16-А (СDIP16). 

Вариант поставки ОТК и ВП. 
 

 

 

X, Y – направление осей 
чувствительности 

 

Схема расположения выводов  
(вид с обратной стороны) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая чувствительность. 
 Нечётная выходная вольт-эрстедная 
характеристика (ВЭХ) по двум осям 
чувствительности X и Y. 

 Компенсация паразитных магнитных 
полей при помощи встроенной катушки 
подмагничивания «offset». 

 Стойкость к внешним механическим 
и климатическим факторам. 

 Стойкость к специальным внешним 
воздействующим факторам. 

 Микросистема реализована на основе 
магниторезистивных наноструктур, 
обладающих анизотропным 
магниторезистивным (АМР) эффектом. 

 
 

! ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА ОБОРОТЕ ЛИСТА ! 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
1002МСУ2ПААР и 1002МСУ2ПАБР 

 

Основные характеристики изделия 

№ 
п/п 

Наименование параметра, 
единица измерения, 

режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма параметра 

1 Напряжение питания, В Vcc 3 ÷ 7 

2 
Ток потребления, мА 

при Vcc = 5 В  
Iсс не более 10 

3 Количество осей чувствительности – 2 

4 
Чувствительность к магнитному полю, 
мВ/(В×Э) S 

не менее 1,71) 

не менее 1,02)
 

5 
Нелинейность, % 

при Vcc = 5 В 
NL 0,1 ÷ 5 

6 
Гистерезис, % 

при Vcc = 5 В 
G 0,1 ÷ 5 

7 Рабочий диапазон по магнитному полю, Э ∆B 
от минус 1 до 1 

от минус 6 до 6 

8 Сопротивление мостовой схемы, Ом Rm 600 ÷ 1500 

9 Сопротивление катушки «set/reset», Ом Rs/r не более 25 

10 Сопротивление катушки «offset», Ом Roffset не более 200 

11 Начальный разбаланс, мВ U0 
не менее минус 16 

не более 16 

12 Разрешающая способность, мкЭ – 20 (10 Гц)* 

13 Частотный диапазон, МГц f не более 5* 

14 Рабочая температура, °С ∆T от минус 60 до 125 

15 Габариты (Д×Ш×В), мм – 20,32×12,95×8,65 

1)
 1002МСУ2ПААР 

2)
 1002МСУ2ПАБР 

* – Справочная информация 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 1003МСУ1ПААУ 

 

Преобразователь магнитного поля 
1003МСУ1ПААУ предназначен для 
преобразования слабого магнитного 
поля в электрический сигнал по трем 

осям координат X, Y, Z. 

Функциональный зарубежный аналог  
HMC1053 (Honeywell, США). 
 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Преобразователь реализован в специализированном немагнитном 
металлокерамическом корпусе МК 5223.20-А. 

Вариант поставки ОТК и ВП. 
 

 

 

X, Y, Z – направление осей 
чувствительности 

 

Схема расположения выводов  
(вид с обратной стороны) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая чувствительность. 
 Нечётная выходная вольт-эрстедная 
характеристика (ВЭХ) по каждой оси 
чувствительности X, Y, Z. 

 Компенсация паразитных магнитных 
полей при помощи встроенных 

катушек подмагничивания «offset». 
 Стойкость к внешним механическим 
и климатическим факторам. 

 Стойкость к специальным внешним 
воздействующим факторам. 

 Микросистема реализована на основе 
магниторезистивных наноструктур, 
обладающих анизотропным 
магниторезистивным (АМР) эффектом. 

 
 

! ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА ОБОРОТЕ ЛИСТА ! 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 1003МСУ1ПААУ 

ГАВЛ.411511.021ТУ 

 

Основные характеристики изделия 

№ 
п/п 

Наименование параметра, 
единица измерения, 

режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма параметра 

1 Напряжение питания, В Vcc 3,5 ÷ 12 

2 
Ток потребления, мА 

при Vcc = 5 В  
Iсс не более 100 

3 Количество осей чувствительности – 3 

4 
Чувствительность к магнитному полю, 
мВ/(В×Э) S не менее 1,2 

5 
Нелинейность, % 

при Vcc = 5 В 
NL 0,1 ÷ 5 

6 
Гистерезис, % 

при Vcc = 5 В 
G 0,1 ÷ 5 

7 Рабочий диапазон по магнитному полю, Э ∆B от минус 2 до 2 

8 Сопротивление мостовой схемы, Ом Rm 100 ÷ 180 

9 
Сопротивление катушки «set/reset» каждой 
оси, Ом 

Rs/r 4 ÷ 7 

10 
Сопротивление катушки «offset» каждой оси, 

Ом 
Roffset 10 ÷ 20 

11 
Начальный разбаланс каждой 

оси, мВ 
U0 

не менее минус 60 

не более 60 

12 Разрешающая способность, мкЭ – 20 (10 Гц)* 

13 Частотный диапазон, МГц f не более 5* 

14 Рабочая температура, °С ∆T от минус 60 до 125 

15 Габариты (Д×Ш×В), мм – 17,4×11,8×7,4 

* – Справочная информация 
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Микросистема акустического давления матричного типа 

(МАДМ-1) 

Микросистема акустического давления матричного типа (МАДМ-1) 

представляет собой приемник на основе четырех тонких мембран 

различной площади, реализованных на одном кристалле в виде 

матрицы 2х2, для восприятия акустических сигналов в составе 

волоконно-оптических преобразователей давления,  в диапазоне 

близких к резонансным частотам мембран. 

Область применения: опто-электронные приборы мониторинга 

акустического давления в окружающей среде, в условиях повышенной 

шумовой обстановки (резонансные частоты мембран могут быть 

скорректированы в указанном диапазоне).

Внешний вид резонансной микросистемы 

акустического давления матричного типа 

Наименование параметра, единица 
измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

Норма параметра 
не 

менее 
номинал 

не 
более 

Чувствительность мембран к 
акустическому давлению, нм/Па (на 
участке АЧХ с нарастанием не более 10 
дБ/октаву) 

S1 100 – 1000 

Диапазон резонансных частот мембран, 
Гц 

Fрез 200 – 8000 

Количество мембран на кристалле, шт.  N1 4 – – 
Диаметр отражающего элемента на 
кристалле, мм 

D1 0,5 – 1 

Диаметр кристалла преобразователя, 
мм 

D2 – – 8 

Максимальный уровень звукового 
давления, дБ 

P1 – – 120 

Габаритные размеры, мм  (Ø×В). – – 8,5×15,5 

Масса изделия, г m – – 3 
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АМР преобразователи электрического тока 

 

Микросборка контроля силы электрического тока 
МРДТ-2-0-0.5, МРДТ-2-0.5-5, МРДТ-2-5-10 

Микросборка контроля силы электрического тока МРДТ-2-0-0.5, 

МРДТ-2-0.5-5, МРДТ-2-5-10 ГАВЛ.411171.101ТУ  может поставляться по 

согласованным техническим требованиям. Корпус микросборки 

выполнен из стеклотекстолитового основания и керамической крышки. 

Приемка изделия – ОТК. 

Наименование параметра  Значение 
1 Выходное сопротивление, Ом, не более  500 

2 Чувствительность, мВ/А, не менее  600 

3 Типовые номиналы контролируемого тока, А  
0,51); 5,02); 

10,03)  
1) Для МРДТ-2-0-0,5. 
2) Для МРДТ-2-0,5-5. 
3) Для МРДТ-2-5-10. 

 



Модуль мембранный оптический (типономиналы ММО1–1–1, ММО1–1–2, 

ММО1–2–1, ММО1–2–2), предназначен для восприятия акустических 

сигналов в составе волоконно-оптических преобразователей давления. 

Область применения: опто-электронные приборы мониторинга 

акустического давления в окружающей среде.
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Модуль мембранный оптический (ММО) 

 

Внешний вид ММО и типовой график АЧХ (fo = 7 кГц) 

 

Наименование параметра Ед. измерения Значения 

Чувствительность мембраны, не 
менее 

нм/Па 130 

Резонансная частота мембраны  кГц 3,0±0,5; 1) 

5,0±0,5; 2) 

7,0±0,5;3) 

10±1 4) 

Диаметр отражающего покрытия, 
не менее 

мм 0,3 

Габариты (длина ×   диаметр), не 
более 

мм 20 ×  5 

1)   Для ММО1-1-1   
2)  Для ММО1-1-2 

3)   Для ММО1-2-1 

4)   Для ММО1-2-2 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФГУ «НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

В соответствии с Уставом, основной функцией НПК «Технологический центр» является 
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, 

опытно-конструкторских и технологических разработок в области микроэлектроники, 

микромеханики, наноэлектроники, информационных технологий и радиоэлектроники 

специального и гражданского назначения.

В рамках основной деятельности Центр также осуществляет:

- производство и реализацию микроэлектронных  и радиоэлектронных приборов;

- оказание услуг сторонним организациям по выполнению технологических работ в 

области микроэлектроники и микромеханики специального и гражданского назначения 
в режиме «кремниевой мастерской».

Центр оснащен собственной экспериментально - производственной базой, 

обеспечивающей возможность комплексного выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и практическую реализацию результатов, что 

подтверждено Свидетельством о сертификации на право разработки и производства 
элементной базы специального назначения, выданным Министерством обороны РФ.

В настоящее время НПК «Технологический центр» - ведущий научный центр 

федерального подчинения, осуществляющий полный комплекс фундаментальных и 

прикладных исследований в области микроэлектроники, микросистемной техники и 

специальной микроэлектронной аппаратуры.

Производственная инфраструктура центра организована специальным образом для 
обеспечения исследовательских работ, практической апробации технических решений 

и последующей коммерциализации результатов. Технологическое оснащение и 

наличие спектра базовых технологий обеспечивают возможность одновременного 

выполнения как работ по созданию новых продуктов, включая изготовление 
экспериментальных, пилотных образцов, так и малосерийное производство 

разработанных ранее приборов.

Работы по созданию электронной компонентной базы, выполненные в 2001-2019 года 
на платформе Опытного производства, привели к созданию более 500 типов новых 
микросхем, нашедших применение в промышленности Российской Федерации.

Комплекс НИР и ОКР, направленных на разработку базовых МЭМС технологий, 

позволил создать в России современное серийное производство кремниевых 
интегральных датчиков, которые используются для изготовления 
высокотехнологичной продукции предприятиями ряда регионов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ – 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

Опытное производство НПК «Технологический центр» – интегрированный 

комплекс технологических, технических и вспомогательных производств, 

обеспечивающий полный цикл разработки и производства изделий микро-, 

наноэлектроники, микро- и наносистемной техники.

Основные отличительные особенности ОП НПК ТЦ:

1. Модульный принцип построения
2. Обеспечение замкнутого технологического цикла, оснащенность 

специальным технологическим, аналитическим и испытательным 

оборудованием для реализации полного уровня кристального и сборочного 

производства
3. Поддержка мультитехнологий и технологий «Value Added Approach» 

(базовый процесс с модульным расширением).

4. Собственный центр испытаний электронной компонентной базы
5. Высокоразвитая интегрированная инженерная инфраструктура

Общие данные

Минимальные проектные нормы 1,2 мкм.

Мощность кристального производства
Технология СБИС 8 тыс. пластин в год
Технология микро и наносистем 4 тыс. пластин в год
Мощность сборочного производства 30 тыс. микросхем в год
Площадь ЧПП класса 100/1000 (Р5, Р6 по ИСО) 600 кв.м.

Площадь субфаба и объектов
инженерной инфраструктуры 2000 кв. м.

Количество единиц основного технологического
и аналитического оборудования более 250

Численность сотрудников ОП 200 чел
в т.ч. основного персонала 110 чел.

в т.ч вспомогательного персонала   90 чел.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ – 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

Кристальное производство.

Изготовление кристаллов СБИС, МЭМС.

Площадь 600 кв.м. Персонал 80 человек. Класс чистоты 100.

Проектная мощность 12000 пластин в год. Диаметр 100 мм. 

Проектные нормы 1,2 мкм.

Технологии:  СБИС: КМОП, КМОП КНИ, БиКМОП
МЭМС: объемная и поверхностная микромеханика, кремниевые 

преобразователи давления, акселерометры, гироскопы, преобразователи 

силы
НЭМС: кремний-углеродная микроэлектроника, магниточувствительные 

датчики на основе АМР, ГМР эффекта
Изготовление фотошаблонов: электронный луч, фотомультипликкция

Участки: 

Изготовление фотошаблонов, 

Фотолитография, 

Химическая обработка пластин, 

Жидкостное химическое травление, 

Плазмо-химическое и реактивно-ионное травление, 

Газофазное травление в HF, 

Ионная имплантация, 

Термические процессы, 

Осаждение диэлектриков и поликремния из газовой фазы, 

Плазмостимулированный синтез, 
Напыление металлов, 

Технологические измерения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ – 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

Сборочное производство

Сбрка и измерение микросхем и микросистем
Площадь 200 кв.м. Персонал 20 человек. Класс чистоты 1000, 10000.

Годовая проектная мощность 30 000 корпусированных микросистем.

Технологии:  СБИС, объемная и поверхностная микромеханика, 

магниточувствительные датчики. Сборка в металлокерамические, 

металлостеклянные и металлические корпуса.

Участки: Разделение пластин, корпусирование, измерение.

Испытательный центр

Испытательная лаборатория НПК «Технологический центр.

Аккредитована Центральным органом Системы «Военэлектронсерт» на 

право проведения сертификационных испытаний электронной 

компонентной базы отечественного и импортного производства. 

Аттестат № СВС.01.622.0171.13 от 22 июля 2013 г.

Площадь 300 кв.м. Персонал 10 человек. Класс чистоты 10000.

Технологическая мощность 70 000 микросхем в год.

Технологии:

- Полный цикл отбраковочных, периодических и квалификационных 

испытаний по ОСТ В11 0998 «Микросхемы интегральные ОТУ»

- Испытания МЭМС

Участки:        - электрические, климатические, механические испытания 

                         микросхем и микросистем; 

                       - функциональные испытания магниточувствительных 

                         электро-механических микросистем.



www.tcen.ru
124498, Россия, г. Москва, г.  Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, стр.7 

Тел.: +7 (499) 734-45-21 e-mail: tc@tcen.ru   

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ – 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 

Подразделения обеспечения инженерной инфраструктуры.

Системы электрообеспечения

Системы кондиционирования и очистки воздуха чистых 

производственных помещений

Системы подготовки и доставки ультрачистых материалов
- технологические газы, химические реактивы, деионизованная вода;

- охлаждающая вода;

- сжатый воздух;

- централизованный вакуум;

Общеобменная и специальная вентиляция.

Системы кислотно-щелочных стоков и канализации.

Нейтрализация газообразных отходов.

Объекты специальной инженерной инфраструктуры:

- участок приготовления растворов и смесей;

- участок отмывки оснастки;

- отдел ремонта оборудования;

- метрологический отдел;

- центральная аналитическая лаборатория;

- инструментально-станочный участок;
- складское хозяйство

Слаботочные системы.

- сети телефонизации (объектовая, городская);

- локальные вычислительные сети (ЛВС);

- системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, 

технические средства охраны и видеонаблюдения


